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Dispositivos
unipolares y
simétricos

El campo eléctrico
generado por la

tension aplicada al
terminal de puerta
controla la corriente
drenaje - fuente

canal N
canal P

Funcionamiento asimilable al
de una fuente de corriente
controlada por tension

La tension puerta fuente (vgg)

modula el ancho del canal y

controla la conduccién entre
drenaje y fuente

La diferencia entre drenaje
y fuente esta determinada
por el sentido de
circulacion de corriente

(el drenaje es el terminal por
donde ingresa la corriente)

El terminal de control (puerta)
no maneja corriente salvo
pequefias corrientes de fuga
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Opera con la juntura
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Tensiones de ruptura
La maxima tensién que se puede aplicar entre dos terminales:
tension que provoca ruptura por avalancha en la juntura
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[M ESFET ] Electrones

transistor de efecto de campo de juntura metal-semiconductor con alta
movilidad
D
L Canal:
G semiconductor compuesto (ArGa)
_[ n| ArGa Puerta: metal
) Interfase puerta canal:

unién Schottky

Dispositivos de alta velocidad
Funcionamiento similar a JFET

Conduce con v;s=0 V; entre -3V y -0,3V

Transistores de Efecto de Campo
de Compuerta Aislada

IGFET o MOSFET
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TENSION DRENAJE-FUENTE PEQUENAS
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depende de la tecnologia ‘
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Dependencia de la Temperatura

movilidad de portadores

=) ... .
P'(T)=“(TR)(?R) =ip 4 0,7%

ip — disminuye

Vp disminuye si aumenta T
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ip — aumenta

Si
Aip=g,Avgs

Compensacion
de efectos

deriva nula

Limitaciones de potencia

Potencia =i, v ;¢ < Py\x

Tensiones de Ruptura

JFET: tension pico inverso juntura BVpso
BVgso = BVgpo (30 a 50V)

MOSFET: tension de ruptura del aislante
BVgso = BVgpo (100V 0 mas)

JFET (20 a 40V)
MOSFET (=30)

Datos fabricante
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